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(57)【要約】
　駆動トランジスタの閾値電圧の変化、およびＯＬＥＤ
デバイスの経年劣化に対する調整をする補償駆動回路で
あって、
輝度レベルを代表するアナログデータを運ぶデータ線お
よび選択線；
電源とＯＬＥＤデバイスに接続された駆動トランジスタ
（選択線が稼働されると、データ線からの電圧がそのト
ランジスタのゲート電極に適用され、適用された電圧に
対して比例する電流がＯＬＥＤデバイスを通るドレイン
およびソース電極を流れる）；
前記駆動回路に関連する第一および第二パラメータを測
定し、測定された第一および第二パラメータに応答して
、ＯＬＥＤデバイスの経年劣化および前記駆動回路の閾
値電圧の変化に対して調整をするためのオフセット電圧
を演算する回路構成、を含む。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＯＬＥＤデバイスの経年劣化および駆動トランジスタの閾値電圧の変化を調整する補償
駆動回路であって、
　ａ．前記ＯＬＥＤデバイスからの所望の輝度レベルを表すアナログデータを運ぶデータ
線および選択線;
　ｂ．電源および前記ＯＬＥＤデバイスに接続した前記駆動トランジスタであって、前記
選択線が稼働し、前記データ線からの電圧が前記トランジスタのゲート電極に適用される
と、前記適用された電圧に比例する電流が前記ＯＬＥＤデバイスのドレインおよびソース
電極を流れる、前記駆動トランジスタ;
　ｃ．前記駆動回路に関連する第一および第二パラメータを測定する手段であって、第一
パラメータは前記ＯＬＥＤデバイスを通る前記電圧の関数であり、第二パラメータは前記
ＯＬＥＤデバイスを通る前記電流の関数である、手段；および
　ｄ．前記ＯＬＥＤデバイスの経年劣化および前記駆動トランジスタの前記閾値電圧の変
化を調整するために、前記測定した第一および第二パラメータに応答して、前記データ線
アナログ電圧に適用されるオフセット電圧を演算するための手段、
を含んでなる補償駆動回路。
【請求項２】
　前記測定手段が前記第一パラメータを測定するためのトランジスタおよびレジスタを含
んでなる、請求項１に記載の駆動回路。
【請求項３】
　前記測定手段が前記第二パラメータを測定するためのレジスタを含んでなる、請求項１
に記載の駆動回路。
【請求項４】
　前記駆動トランジスタがアモルファスシリコントランジスタである、請求項１に記載の
駆動回路。
【請求項５】
　前記ＯＬＥＤデバイスの前記出力が温度とともに変化し、さらに温度信号を作成するた
めの温度センサーを含み、前記応答手段が前記温度信号にも応答して前記オフセット電圧
を演算する、請求項１に記載のＯＬＥＤデバイス。
【請求項６】
　前記応答手段がさらに前記ＯＬＥＤデバイスのそれぞれについてのオフセット電圧を有
するルックアップテーブルを含む、請求項１に記載のＯＬＥＤデバイス。
【請求項７】
　前記応答手段が連続的に個々のＯＬＥＤデバイスを稼働させ、それぞれのＯＬＥＤデバ
イスと関連する前記第一および第二パラメータを測定する、請求項１に記載のＯＬＥＤデ
バイス。
【請求項８】
　前記応答手段が一以上のＯＬＥＤデバイスを複数の異なる輝度レベルで稼働させ、前記
オフセット電圧を演算する、請求項１に記載のＯＬＥＤデバイス。
【請求項９】
　ＯＬＥＤデバイスの経年劣化および駆動トランジスタの閾値電圧の変化を調整する方法
であって、
　ａ．前記ＯＬＥＤデバイスからの所望の輝度レベルを表すアナログデータを運ぶデータ
線および選択線を提供すること;
　ｂ．電源および前記ＯＬＥＤデバイスに接続した駆動トランジスタであって、前記選択
線が稼働し、前記データ線からの電圧が前記トランジスタのゲート電極に適用されると、
前記適用された電圧に比例する電流が前記ＯＬＥＤデバイスのドレインおよびソース電極
を流れる、前記駆動トランジスタを提供すること;
　ｃ．前記駆動トランジスタおよび前記ＯＬＥＤデバイスに関連する第一および第二パラ
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メータを測定すること、ここで前記第一パラメータは前記ＯＬＥＤデバイスを通る前記電
圧の関数であり、前記第二パラメータは前記ＯＬＥＤデバイスを通る前記電流の関数であ
る；および
　ｄ．前記ＯＬＥＤデバイスの経年劣化および前記駆動トランジスタの前記閾値電圧の変
化を調整するために、前記データ線アナログ電圧に適用されるオフセット電圧を演算する
こと、
を含んでなる方法。
【請求項１０】
　前記第二パラメータを測定するための手段の一部として電流ミラーをさらに含んでなる
、請求項９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固体ＯＬＥＤ平面ディスプレイに関し、より具体的には有機発光ディスプレ
イコンポーネントの経年劣化を補償する手段を有するようなディスプレイに関する。
【背景技術】
【０００２】
　固体有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイは優れた平面ディスプレイ技術とし
て大変興味深い。これらのディスプレイは発光するために有機物質の薄膜を通過する電流
を利用する。発光色および電流から光へのエネルギー変換効率は有機薄膜物質の組成物に
より決定する。異なる有機物質は異なる光の色を放つ。しかしながら、該ディスプレイが
使用されるにつれて、ディスプレイの有機物質は経年劣化し、発光時に効率が悪くなる。
これはディスプレイの耐用年数を縮める。異なる有機物質は異なる速度で経年劣化し、示
差的な色の経年劣化、および該ディスプレイが使用されるにつれ白色点が変動するディス
プレイをもたらし得る。その上、それぞれの画素は他の画素と異なる速度で経年劣化し、
ディスプレイの不均一性を生じ得る。さらに、いくつかの回路素子、例えばアモルファス
シリコントランジスタ、も経年劣化作用を示すことが知られている。
【０００３】
　該物質が経年劣化する速度は、該ディスプレイを通過する電流の量、故に該ディスプレ
イから放出された光の量に関連する。ポリマー発光ダイオードのこの経年劣化作用を補償
する一つの技術が、Ｓｕｎｄａｈｌ等の米国特許第６，４５６，０１６号に記載されてい
る。この取り組みは、用いる初期段階で供給される電流の制御減少に依存し、続く第二段
階でディスプレイ出力が次第に減少する。この解決法は、該ディスプレイの動作時間が制
御器内のタイマーにより追跡され、次いで該制御器が電流の補償量を供給することを要す
る。さらに、一度ディスプレイが使用されると、該制御器はディスプレイの動作時間の誤
差を回避するために該ディスプレイに依然提携しなければならない。　この技術は小分子
有機発光ダイオード・ディスプレイの性能をうまく表さないという不利点を有する。さら
に、該ディスプレイが使用された時間は蓄積されなければならず、制御器のタイミング、
計算、および保存回路を要する。また、この技術は、輝度および温度の変動レベルでの該
ディスプレイ動作の差異を調整せず、異なる有機物質の示差的な経年劣化速度を調整でき
ない。
【０００４】
　Ｓｈｅｎ等の米国特許第６，４１４，６６１ Ｂ１号は、画素に適用される蓄積駆動電
流に基づく各画素の光出力効率の衰退を計算し予測することにより、ＯＬＥＤディスプレ
イにおける個々の有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）の発光効率の長期変動を補償し且つ各
画素の次の駆動電流に適用される補正係数を導く方法および関連システムを記載している
。この技術は、それぞれの画素に適用される駆動電流の測定および蓄積を必要とし、該デ
ィスプレイが使用される際に連続的に更新されなければならない保存メモリーを要し、複
雑で広範な回路を要する。
【０００５】
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　Ｅｖｅｒｉｔｔによる米国特許出願第２００２／０１６７４７４ Ａ１号はＯＬＥＤデ
ィスプレイ用のパルス幅変調ドライバーを記載している。ビデオ・ディスプレイの一実施
形態は、ビデオ・ディスプレイの有機発光ダイオードを駆動するために選択電圧を供給す
る電圧分配器を含む。該電圧分配器は、経年劣化、縦列抵抗、横列抵抗、および他のダイ
オードの特徴を担う補正表から電圧情報を受信し得る。本発明の一実施形態において、該
補正表は正常な回路動作の前および／または最中に計算される。ＯＬＥＤ出力光のレベル
はＯＬＥＤ電流に対して直線性であると想定されるため、補正案は、過渡電流を安定させ
ることが可能な十分に長い間ＯＬＥＤダイオードを介して既知電流を送電した後、カラム
・ドライバーに備わるアナログ・デジタル変換器（Ａ／Ｄ）を用いて対応する電圧を測定
することに基づいている。較正電流源およびＡ／Ｄは開閉基盤により任意のカラムに切り
替えられ得る。この設計は、一体化され調整された電流源およびＡ／Ｄ変換器の使用を必
要とし、回路設計の複雑性を非常に増大させる。
【０００６】
　Ｎａｒｉｔａ等の米国特許第６，５０４，５６５ Ｂ１号は、複数の発光要素を配置す
ることにより形成される発光要素配置、発光要素のそれぞれから発光させるために発光要
素配置を駆動させる駆動ユニット、発光要素配置のそれぞれの発光要素について発光数を
記憶するためのメモリ・ユニット、並びにそれぞれの発光要素から放出される光の量が一
定を保つようにメモリ・ユニットに保存された情報に基づいて駆動ユニットを制御する制
御ユニットを含む発光ディスプレイを記載している。発光ディスプレイを利用する露光デ
ィスプレイ、および該露光ディスプレイを利用する画像形成装置も開示されている。この
設計は、使用を記録するために、それぞれの画素に送信される個々の信号に応答する計算
ユニットの使用を必要とし、回路設計の複雑性を非常に増大させる。
【０００７】
　Ｎｕｍｅｏ Ｋｏｊｉによる特開２００２－２７８５１４号公報は、所定の電圧が電流
測定回路により有機ＥＬ要素に適用され電流が測定される方法を記載しており、温度測定
回路は有機ＥＬ要素の温度を予測する。該要素に適用される電圧値、電流値および予測温
度、予め測定された同様な構成要素の経年劣化による変化、電流－輝度特性の経年劣化に
よる変化、および該要素の電流－輝度特性を予測するための特性測定時の温度で比較が為
される。次いで、ディスプレイ・データが表示される間に該要素に供給される電流量の累
計は、電流－輝度特性の予測値、該要素に流れる電流値、およびディスプレイ・データに
基づいて、本来表示されるべき輝度を得るように変化する。　この設計は、画素の予測可
能な相対的使用を推定し、画素群または個々の画素の実際の使用の差異に対応しない。従
って、色または空間の群についての正確な補正は時間とともに不正確になりやすい。さら
に、該ディスプレイ内の温度と複数の電流検出回路の統合が必要とされる。この統合は複
雑であり、製造収率を低下させ、ディスプレイ内に空間を取る。
【０００８】
　Ｉｓｈｉｚｕｋｉ等による米国特許出願第２００３／０１２２８１３ Ａ１号は、ディ
スプレイ・パネル駆動装置ならびに長期使用後でさえ変則的な輝度なく高品質の画像を提
供する駆動方法を開示する。発光駆動電流の値が、個々の発光要素を独立的に連続して発
光させる際に測定される。その後、測定された発光駆動電流値に基づく個々の入力画素デ
ータについて輝度が補正される。他の態様に従って、駆動電圧の電圧値は、発光駆動電流
値の一つが所定の基準電流値に等しくなるような様式で調整される。さらなる態様に従っ
て、ディスプレイ・パネルの漏洩電流に対応するオフ・セット電流が駆動電圧発生器回路
から出力される電流に加えられ、得られる電流が画素部分のそれぞれに供給される一方、
電流値が測定される。　この設計は、単独の画素の用力によりディスプレイの相対流の変
化を検出できるほど感度のよい外部電流検出回路を利用する。この測定技術は、反復性で
あり、故に遅い。
【０００９】
　Ａｒｎｏｌｄ等による米国特許第６，９９５，５１９号は、デバイスの経年劣化を補償
する方法を教示する。この方法は、デバイス輝度の全体の変化はＯＬＥＤエミッタでの変
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化によって引き起こされると仮定する。しかしながら、回路中の駆動トランジスタがアモ
ルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）から形成される場合、トランジスタの閾値電圧も使用とと
もに変化するので、この仮定は妥当ではない。Ａｒｎｏｌｄの方法は、回路中でのＯＬＥ
Ｄ効率が喪失しそこでトランジスタが経年劣化作用を示すことに対して完全な補償を提供
するものではない。さらに、ａ－Ｓｉトランジスタ閾値電圧を緩和するために逆バイアス
のような方法が使用される場合、逆バイアス作用の適当な追跡／予測、またはＯＬＥＤ電
圧の変化若しくはトランジスタ閾値電圧の変化の直接測定がなければ、ＯＬＥＤ効率喪失
の補償は信頼性が低くなることがある。
【００１０】
　従って、有機発光ダイオード・ディスプレイのためのより完成した補償法が必要である
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、したがって、トランジスタ経年劣化が存在するところでのＯＬＥＤエ
ミッタにおける経年劣化および効率の変化について補償することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この目的は、ＯＬＥＤデバイスの経年劣化および駆動トランジスタの閾値電圧の変化を
調整する補償駆動回路によって達成され、該駆動回路は、
　ａ．前記ＯＬＥＤデバイスからの所望の輝度レベルを表すアナログデータを運ぶデータ
線および選択線;
　ｂ．電源および前記ＯＬＥＤデバイスに接続した前記駆動トランジスタであって、前記
選択線が稼働し、前記データ線からの電圧が前記トランジスタのゲート電極に適用される
と、前記適用された電圧に比例する電流が前記ＯＬＥＤデバイスのドレインおよびソース
電極を流れる、前記駆動トランジスタ; 
　ｃ．前記駆動回路に関連する第一および第二パラメータを測定する手段であって、第一
パラメータは前記ＯＬＥＤデバイスを通る前記電圧の関数であり、第二パラメータは前記
ＯＬＥＤデバイスを通る前記電流の関数である、手段；および 
　ｄ．前記ＯＬＥＤデバイスの経年劣化および前記駆動トランジスタの前記閾値電圧の変
化を調整するために、前記測定した第一および第二パラメータに応答して、前記データ線
アナログ電圧に適用されるオフセット電圧を演算するための手段、を含む。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の利点は、回路の経年劣化も生じるＯＬＥＤディスプレイ中の有機物質の経年劣
化を補償するＯＬＥＤディスプレイにあり、発光素子の使用または操作時間の連続的な測
定を蓄積するための広範囲のまたは複雑な回路も必要としない。本発明のさらなる利点は
、それが単純な電圧と電流測定回路を使用することである。本発明のさらなる利点は、そ
れが、駆動しているトランジスタの特性の変化と混同することなく、ＯＬＥＤ変化に基づ
く補償を行うことである。本発明のさらなる利点は、駆動しているトランジスタの特性の
変化を補償することが、ＯＬＥＤ変化についての補償とともに行うことが可能であり、し
たがって完全な補償方法が提供されることである。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１Ａ】本発明による、ＯＬＥＤデバイスの経年劣化および駆動トランジスタの閾値電
圧の変化を調整する補償駆動回路の一実施態様の概略図である。
【図１Ｂ】本発明による、補償駆動回路の別の実施態様の概略図である。
【図２】本発明による、ＯＬＥＤディスプレイの概略図である。
【図３Ａ】ＯＬＥＤデバイスの発光効率への影響を説明する図である。
【図３Ｂ】ＯＬＥＤデバイスまたは駆動トランジスタの経年劣化のデバイス電流への影響
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を説明する図である。
【図４Ａ】本発明の使用の第一の部分を説明するフローチャートである。
【図４Ｂ】本発明の使用の第二の部分を説明するフローチャートである。
【図５】本発明を有効に伴った先行技術のＯＬＥＤの構造を示す断面図である。
【図６】ＯＬＥＤ効率とＯＬＥＤ電圧の変化との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１Ａを参照すると、本発明による、ＯＬＥＤデバイスの経年劣化および駆動トランジ
スタの閾値電圧の変化を調整する補償駆動回路８の一実施態様の概略図が示される。駆動
回路８は、ＯＬＥＤデバイス１０、駆動トランジスタ１３、ＯＬＥＤデバイス１０からの
所望の輝度レベルを表すアナログデータ（例えば電圧）を運ぶデータ線２４、スイッチン
グトランジスタ１５、および選択線２８を含む。ＯＬＥＤディスプレイは駆動回路８のア
レイを含むことができる。駆動トランジスタ１３は、電源１１（ＰＶＤＤ）およびＯＬＥ
Ｄデバイス１０に接続されている。駆動トランジスタ１３は、時間および／または使用に
伴って特性が変化するアモルファスシリコントランジスタまたは他のトランジスタである
。選択線２８が稼働すると、スイッチングトランジスタ１５が稼働し、そしてデータ線２
４からの電圧が駆動トランジスタ１３のゲート電極３２に適用され、その結果、適用され
たデータ線電圧に比例する電流がＯＬＥＤデバイス１０を通る駆動トランジスタ１３のド
レインおよびソース電極を流れる。それぞれのＯＬＥＤデバイス１０についての電圧感知
回路は、スイッチングトランジスタ１２を含み、ここで第一パラメータ、例えば駆動回路
と関連する第一パラメータ信号１４を測定するために、前記ゲート電極も選択線２８に接
続される。この第一パラメータは、たとえばＯＬＥＤデバイス１０を通る電圧の関数であ
る電圧出力であってもよく、これはここではＶＯＬＥＤと称される。同様に、ＯＬＥＤデ
バイス１０とアース間に接続された電流測定デバイス１８（例えば負荷レジスタ、電流ミ
ラー、または当該技術分野で既知の他のそのようなデバイス)が、ＯＬＥＤデバイス１０
を流れる電流の関数である第二パラメータの測定を可能にし、これは第二パラメータ信号
１９を生み出す。制御器１６は、駆動回路を通じてＯＬＥＤデバイス１０を制御する。制
御器１６は、入力信号２６および測定された第一と第二パラメータに応答して、ＯＬＥＤ
デバイス１０の経年劣化による変化を調整するために、データ線２４のアナログ電圧に適
用されるオフセット電圧を演算し、および駆動トランジスタ１３の閾値電圧の変化を調整
することもできる。制御器１６のいくつかの有用で非限定的な例は、マイクロプロセッサ
、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、およびアプリケーション特有の
集積回路（ＡＳＩＣ）を含む。図１Ｂは、本発明による補償駆動回路の別の実施態様の一
部の概略図である。この実施態様では、電流測定デバイス１８は、アースではなく電源１
１に接続されている。図１ＡおよびＡＢで示される実施態様では、別々の第一および第二
パラメータ信号１４および１９が、測定されるべき駆動回路８のそれぞれかまたは一群の
駆動回路について提供されることが可能である。
【００１６】
　図２を参照すると、本発明によるＯＬＥＤディスプレイの概略図が示される。ディスプ
レイは、基板２０で形成され、制御器１６により生じ且つデータ線に置かれる補正制御信
号２５に応答するＯＬＥＤデバイス１０のアレイ２２を含む。制御器１６は、入力信号２
６および第一および第二パラメータ信号１４および１９それぞれに応答する。説明の便宜
上、これらのパラメータ信号は単一の線として示される。ＯＬＥＤデバイス１０を駆動す
るための基板２０上の制御デバイス、例えば薄膜トランジスタおよびキャパシタが提供さ
れてもよく、適切な制御器１６がそうであるように、当分野で周知である。
【００１７】
　本発明の一実施態様では、制御器１６が、アレイ２２にあるＯＬＥＤデバイス１０の全
部または一部を選択的に稼働させることができ、そして選択的に稼働させたＯＬＥＤデバ
イス１０についてのオフセット電圧を演算するために第一および第二パラメータ信号に応
答することができる。制御器１６は、入力信号２６に補正信号を適用して、補正された制
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御信号２５を生じさせ、これが駆動トランジスタ１３の閾値電圧、ＯＬＥＤデバイス１０
の抵抗、およびＯＬＥＤデバイス１０の効率の変化を補償する。この補償はさらに以下で
詳述される。
【００１８】
　一実施形態において、本発明は画素の配置を含むカラー画像ディスプレイに適用されて
もよく、個々の画素はカラー画像を表示するために制御器１６によりそれぞれ制御される
複数の異なるＯＬＥＤデバイス１０（例えば、赤、緑および青）を含む。有色ＯＬＥＤデ
バイス１０は異なる色の光放出する異なる有機発光物質により形成され得る。または、該
１０は異なる色を生じるために各要素上にカラー・フィルターをもつ同一の有機発光物質
（例えば、白色）により全て形成され得る。他の実施形態において、ＯＬＥＤデバイス１
０は、ディスプレイ内の個々の図形要素であり、規則的配置で体系化されないかもしれな
い（図示せず）。どちらの実施形態においても、発光要素は、受動的マトリクスまたはア
クティブ・マトリクスのいずれかの制御を有し、底面発光型または上面発光型のいずれの
基本設計概念をも有し得る。
【００１９】
　図３Ａを参照すると、電流がＯＬＥＤデバイスを流れるにつれて、ＯＬＥＤデバイスの
経年劣化が輝度効率に影響を与えることを説明する図が示される。三つの曲線は、時間の
経過に伴う輝度の出力または累積電流により表されるように、異なる有色光（例えば、赤
、緑および青の発光体をそれぞれ表すＲ、Ｇ、Ｂ）を放出する異なる発光体の通常の性能
を表す。異なる有色発光体間の輝度の減衰は異なり得る。その差位は、異なる有色発光体
で用いられる物質の異なる経年劣化特性により得る又は異なる有色発光体の異なる使用に
より得る。従って、従来の使用において、経年劣化の補正がないと、ディスプレイは輝き
が少なくなり、ディスプレイの色、特に白色点は移行することがある。
【００２０】
　図３Ｂを参照すると、ＯＬＥＤデバイスまたは駆動トランジスタの経年劣化がデバイス
電流に影響を与えることを説明する図が示される。ＯＬＥＤデバイス抵抗変化の記述にお
いて、図３Ｂの水平軸は、図１Ｂに示されるような駆動トランジスタ１３のゲート電圧を
表す。この回路が経年劣化するにつれて、所望の電流を得るにはより大きな電圧が必要と
なる。すなわち、曲線は△Ｖの分だけ移動する。△Ｖは、示されるとおり、閾値電圧の変
化（ｄＶｔｈ，　４０）およびＯＬＥＤ電圧（ｄＶＯＬＥＤ，　４２）の変化の合計であ
る。この変化は、性能低下をもたらす。所望の電流を得るにはより大きなゲート電圧が必
要となる。ＯＬＥＤ電流、ＯＬＥＤ電圧、および閾値電圧の飽和時の関係は以下となる。
【数１】

　ここで、ＷはＴＦＴチャネル幅、ＬはＴＦＴチャネル長さ、μはＴＦＴモビリティ、Ｃ

０は単位面積あたりの酸化物キャパシタンス、Ｖｇはゲート電圧、Ｖｇｓは駆動トランジ
スタのゲートおよびソース間の電圧差である。単純にするために、μのＶｇｓへの依存関
係は無視する。ＶＯＬＥＤおよびＩＯＬＥＤの両方を測定する必要がある。電流だけが測
定された場合、電流の変化がＶＯＬＥＤの変化、Ｖｔｈの変化、またはその二つのなんら
かの組み合わせによるものであったのかどうかが究明できない。ＶＯＬＥＤのみが測定さ
れた場合、駆動トランジスタの経年劣化による電流変化およびＯＬＥＤデバイスの経年劣
化による相対的な変化を究明できない。
【００２１】
　このように、３つの因子が、ＯＬＥＤデバイスの輝度およびアモルファスシリコン駆動
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回路の経年劣化または使用にともなう変化に影響を与える：
　１）駆動トランジスタの閾値電圧の増加（ｄＶｔｈ）、これは駆動回路を流れる電流を
減少させる（図３Ｂ参照）；
　２）ＯＬＥＤデバイスの抵抗の増加、これはＯＬＥＤデバイスを通る電圧の増加（ｄＶ

ＯＬＥＤ）またはＯＬＥＤデバイスを流れる電流の減少を引き起こす（これも図３Ｂ参照
）；および
　３）ＯＬＥＤデバイスの効率の低下、これは所定の電流で発光する光を減少させる（図
３Ａ参照）。
　ＯＬＥＤ電圧およびＯＬＥＤ電流を測定することによって、（図３Ｂおよび式１に示す
ように）ＯＬＥＤ曲線の移動を究明することができ、したがって経年劣化したＯＬＥＤデ
バイスについてのＯＬＥＤデバイス抵抗（ｄＶＯＬＥＤを演算して求められる）による図
３Ｂでの移動を究明することができる。ＯＬＥＤデバイスの輝度効率の減少とｄＶＯＬＥ

Ｄの間に関係が見いだされている。すなわち、所定の電流に対するＯＬＥＤ輝度が、ＶＯ

ＬＥＤの変化の関数である場合、以下となる。

【数２】

【００２２】
　一つのデバイスに関する輝度効率とｄＶＯＬＥＤの関係の例が、図６のグラフに示され
る。輝度の減少と、△Ｖに対する所定の電流との関係とを測定することによって、ＯＬＥ
Ｄデバイス１０に通常の輝度を出力させるために必要な補正信号２５の変化を測定するこ
とができる。この測定は、或るモデルシステムに基づいて行い、その後にルックアップテ
ーブルに保存するか、またはアルゴリズムとして使用されることが可能である。制御器１
６は、ルックアップテーブルまたはアルゴリズムを含むことができ、それは制御器１６が
ＯＬＥＤデバイスについてのオフセット電圧を演算することを可能にする。ＯＬＥＤデバ
イス１０の経年劣化による効率低下を補償するために電流を増加させるだけでなく、駆動
トランジスタ１３の閾値電圧の変化およびＯＬＥＤデバイス１０の経年劣化によるＯＬＥ
Ｄ電流の変化を補正するために、オフセット電圧が演算されて、完全な補償方法が提供さ
れる。これらの変化は制御器１６によって適用されて、光出力を所望の標準輝度値へ補正
することができる。ＯＬＥＤデバイスへ適用する信号を制御することによって、一定の輝
度出力と所定の輝度での長寿命を有するＯＬＥＤデバイスが得られる。
【００２３】
　ここで図４を参照すると、本発明により駆動トランジスタの閾値電圧の変化およびＯＬ
ＥＤデバイスの経年劣化を調整する、操作方法の第一部の実施態様が示される。この方法
について、上述したような、例えばデータ線、選択線、駆動トランジスタ、電源、および
ＯＬＥＤデバイスを有する補償駆動回路がまず提示される。ディスプレイが使用される前
に、所定の入力信号が一以上のＯＬＥＤデバイス１０に適用され(ステップ 50)、そして
ＯＬＥＤデバイス１０の輝度とともに、第一および第二パラメータ (例えばOLED電圧およ
び電流)が測定される(ステップ　５２）。この測定値は制御器１６または別の便利な場所
に保存される（ステップ　５４）。このプロセスは繰り返され(ステップ ５６）、そこで
は制御器１６が各ＯＬＥＤデバイス１０を所望の輝度レベルの範囲に対して複数の異なる
輝度レベルで稼働させる。所定の電流でのOLED 電圧の変化に輝度の変化を関連づけるよ
うに、ＯＬＥＤデバイスが使用された後の様々な時期に、この一連のステップが繰り返さ
れる（ステップ　５７）。一度、デバイス寿命の間に各ＯＬＥＤデバイス１０についてこ
のデータが保存されると、ｄＶＯＬＥＤが式１を使って決定でき、ＯＬＥＤ効率の変化に
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ｄＶＯＬＥＤを関連づける式２を使ってルックアップテーブルまたはアルゴリズムが作成
される(ステップ　５８）。このことは、次に、例えば一連の輝度測定値が実用的でない
市販ユニットのような、同様の性質のＯＬＥＤディスプレイの補正に使用できる。この補
正は、ルックアップテーブルを使用し、当該技術分野で周知の技術を使用して適用するこ
とができる。
【００２４】
　ここで、図４Ｂを参照すると、本発明の操作方法の第二の部分の一実施態様が示され、
そこではＯＬＥＤディスプレイについて決定された補正が使用される。使用時に、入力信
号が制御器１６に適用され（ステップ　６０）、これが続いて個々のＯＬＥＤデバイスを
稼働させ、そして第一および第二パラメータ（例えばＯＬＥＤ電圧および電流）が測定さ
れる（ステップ　６２）。ＯＬＥＤ特性曲線の移動が提供されることにより、ＯＬＥＤ電
圧および電流が、ＯＬＥＤデバイスの経年劣化の測定を提供する。制御器１６は、ｄＶＯ

ＬＥＤを決定し、そしてＯＬＥＤ効率についての補正をルックアップし(ステップ　６４
）、そしてオフセット電圧を演算し、補正された信号を生成するように各ＯＬＥＤデバイ
スについて入力信号を補正し(ステップ　６６）、これにより電流の喪失(閾値電圧の変化
およびＯＬＥＤデバイスの経年劣化による)およびＯＬＥＤ効率の喪失が補正される。こ
の補正された信号がディスプレイに適用される（ステップ　６８）。このように、この方
法は完全な補償方法を提供する。この方法は、生じ得る経年劣化を補償するために、周期
的に、例えばあらかじめ決められた期間の後で、または電源オン－オフルーチンの間に実
施することができる。続いて、それぞれの新しい入力信号が適用されるときに、制御器が
新しい補正された信号を作成し、そしてその補正された信号をディスプレイに適用する。
本発明を使用することによって、ディスプレイの連続的な監視が不要となる。
【００２５】
　時間の経過と共にＯＬＥＤおよび駆動トランジスタ物質は経年劣化し、ＯＬＥＤデバイ
スの抵抗は増大し、閾値電圧は増大するであろう。ある時点で、制御器１６はもはや十分
な補正信号を提供できず、発光体はもはや輝度または表色を満たせないであろう。しかし
ながら、発光体は、性能が低落しながら、機能し続けるため、正常な劣化を供するであろ
う。さらに、発光体がもはや規格を満たせない時点は、大きな補正が計算される際に、デ
ィスプレイのユーザーに信号が送られ、ディスプレイの性能に有用なフィードバックが提
供され得る。制御器は、任意の異なる色ずれを減少させながら、ディスプレイの輝度を徐
々に低下させることができる。または、制御器は、使用とともに該輝度を徐々に低落させ
ながら、画素間変動を減少させ得る。これらの技術を組み合わせて、色ずれ差を最小にし
、輝度を時間の経過とともに徐々に低落させながら、ディスプレイを徐々に劣化させ得る
。経年劣化に伴う輝度喪失の速度は予測使用量に基づいて選択され得る。
【００２６】
　ＯＬＥＤ発光体には駆動回路が組み合わされる。本発明は、（図１Ａに示されるような
）電圧制御または電流制御（図示せず）を含む広範囲の発光体回路に適用され得る。電流
制御技術は、より均一な発光体の性能を提供するが、実行または補正するにはより複雑で
ある。
【００２７】
　本発明は単純に構築され、（従来のディスプレイ制御器に加えて）電圧測定回路、電流
測定回路、個々のＯＬＥＤまたはＯＬＥＤの縦列への追加線、信号補正を実施するために
該モデルについての変換構造物（例えば、ルックアップテーブルまたは増幅器）、および
所与の入力信号について補正を決定するための計算回路のみを必要とし得る。電流の蓄積
または時間の情報は必要ない。ＯＬＥＤデバイスは補正を実施するために定期的に使用か
ら排除されなければならないが、補正間の周期は非常に大きく、例えば数日または数十時
間の使用であり得、且つその補正はエンドユーザーには分からないような時間、例えば電
源オフの間に行うこともできる。特定のやり方次第で、その補正計算プロセスは僅か数ミ
リ秒しかかけないようにして、あらゆるユーザーへの影響を限定することができる。ある
いは、その補正計算プロセスを制御器に供給されるユーザーの信号に応答して実行するこ
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ともできる。
【００２８】
　本発明は有色発光体ディスプレイの色の変化を補正するために用いられ得る。図３Ａに
関して言及されたように、電流が画素の種々の発光要素を通過する際に、個々の発色体の
物質は異なって経年劣化することがある。所与の色の発光要素全てを含む群を創出し、該
群のディスプレイにより用いられる平均電圧を測定することにより、所与色の発光要素に
ついての補正が計算され得る。別個のモデルがそれぞれの色について適用され得るため、
ディスプレイに一貫した色を保持する。この技術は、異なる色の放出体、または有色発光
要素を供するために配置された有色フィルター配置とともに単独の白色放出体に依存する
両ディスプレイについて機能するであろう。後者の場合、各色の効率損失を表す補正曲線
は同一またはほぼそのようなものである。しかしながら、色の使用は同じでないかもしれ
ないので、一定の輝度を保持しディスプレイの白色点を表示するためには、各色の個別補
正が依然として有用であり得る。
【００２９】
　本発明は、補正画像信号、測定電圧、および物質の経年劣化の複雑な関係を含むことに
も及び得る。複数の入力信号は種々のディスプレイ輝度出力に対応して使用され得る。例
えば、異なる入力信号は個々のディスプレイ出力輝度のレベルに対応し得る。補正信号を
定期的に計算する場合、個別補正は、異なる所与の入力信号を用いることにより、個々の
ディスプレイ出力輝度レベルについて得られ得る。次いで、個別補正信号は、必要な個々
のディスプレイ出力輝度レベルについて用いられる。従来どおり、これは、個々の発光体
集団、例えば異なる発光体色群について為され得る。従って、補正信号は、個々の物質が
経年劣化するにつれ、各色の個々のディスプレイ出力輝度レベルについて補正し得る。
【００３０】
　個々の発光体および入力信号は、ディスプレイの補正信号を計算するために用いられ、
空間的に特異的な補正を提供し得る。このようにして、発光体の一部がより急速に経年劣
化する場合、例えば、より頻繁に用いられる場合（グラフィック・ユーザー・インターフ
ェースのアイコンのように）、他の発光体と異なって補正され得るように、補正信号は特
異的な発光体に適用され得る。従って、本発明は、特異的な発光体または空間的に識別さ
れる発光体の群および／または有色発光体の群の経年劣化について補正し得る。補正モデ
ルが個々の発光体または発光体の群の経年劣化について実験的に導かれること、ならびに
定期的な補正信号計算が補正されるべき発光体を駆動することにより実施されることが必
要なだけである。
【００３１】
　ＯＬＥＤディスプレイは、長時間にわたって使用される場合、有意な量の熱を放散し、
非常に熱くなる。Ａｒｎｏｌｄらによって記載されるとおり、温度とディスプレイが使用
する電流との間に強い関係がある。従って、ＯＬＥＤディスプレイの出力は温度とともに
変化することが可能である。ディスプレイがしばらくの間使用された場合、ディスプレイ
の温度は補正信号を計算する際に考慮に入れる必要があるかもしれない。ディスプレイが
使用されていないことを想定する場合、またはディスプレイが冷却される場合、ディスプ
レイは、所定の大気温度、例えば室温にあることが想定され得る。補正信号モデルがその
温度で測定された場合、温度関係は無視され得る。ディスプレイが起動時に較正され、補
正信号モデルは大気温度で測定された場合、これは、大半の場合、妥当な仮定である。例
えば、比較的頻度の高い短い使用プロファイルの可動性ディスプレイは温度補正を必要と
しないかもしれない。ディスプレイがより長期間連続的に作動するディスプレイの利用、
例えば、モニター、テレビ、またはランプは、温度調整を要しないかもしれない、または
ディスプレイの温度問題を回避するために作動時に補正され得る。
【００３２】
　ディスプレイが終了時に較正される場合、ディスプレイは大気温度より著しく熱い場合
があり、オフセット電圧の演算に温度影響を含めることが好ましい。これは、温度センサ
ーによって、例えば、基板またはディスプレイのカバーに設置された熱電対２３（図２を
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参照）、またはディスプレイの電子機器に統合されるサーミスタなどの温度感知要素を用
いて、ディスプレイの温度を測定することにより為され得る。この温度センサーは温度信
号を作成し、制御器１６はこの温度信号に応答することができる。常に使用されるディス
プレイについては、該ディスプレイは大気温度を著しく上回って機能する可能性が高い。
ディスプレイの作動温度は、ディスプレイの較正で考慮に入れられ得る、ならびに画素の
見込み経年劣化速度を測定するためにも使用され得る。画素の経年劣化速度の推定はディ
スプレイ装置の適切な補正因子を選択するために用いられ得る。
【００３３】
　不正確な電流の読み込み又は不適切に補償されたディスプレイ温度に起因する複雑化の
可能性をさらに減らすために、入力信号に適用される補正信号への変更は制御により制限
され得る。あらゆる補正変更は、例えば５％の変更まで、規模で制限され得る。経年劣化
の過程は逆戻りしないため、計算された補正信号も単調増加であるよう制限され得る。補
正変更はまた時間とともに平均化され得る。例えば、表示される補正変更は可変性を減ら
すために一以上の前値で平均化され得る。または、実際の補正は、数回読み込みした後で
のみ為され得る。例えば、ディスプレイが稼動するたびに、補正計算が実施され、計算さ
れた補正信号の数（例えば１０）は平均化されまたは加重平均法で使用され、ディスプレ
イに適用される実際の補正信号を生じる。
【００３４】
　補正画像信号はＯＬＥＤディスプレイに応じて種々の形態を採り得る。例えば、アナロ
グ電圧のレベルが信号を指定するために用いられる場合、補正はオフセット電圧になる。
これは当分野で知られているような増幅器を用いて為され得る。第二の例において、例え
ばアクティブ－マトリクス発光体要素の配置で堆積する電荷に応じて、デジタル値が用い
られる場合、ルックアップテーブルはデジタル値を当分野で周知の他のデジタル値に変換
するために用いられ得る。典型的なＯＬＥＤディスプレイにおいて、デジタルまたはアナ
ログのいずれかのビデオ信号はディスプレイを駆動するために用いられる。実際のＯＬＥ
Ｄは、電流がＯＬＥＤを通過するために用いられる回路に応じて、電圧駆動性または電流
駆動性のいずれであってもよい。また、これらの技術は当分野で周知である。
【００３５】
　入力画像信号を変更し、補正画像信号を形成するために用いられる補正信号は、広範囲
のディスプレイ性能特性を長期間実行するために用いられ得る。例えば、補正信号を入力
画像信号に供給するために用いられるモデルは平均輝度またはディスプレイの白色点を一
定に保ち得る。または、補正画像信号を創出するために用いられる補正信号は、平均輝度
を経年劣化による他よりも遅く劣化させ得る。
【００３６】
　好ましい実施形態において、本発明は、Ｔａｎｇ等の米国特許第４，７６９，２９２号
、およびＶａｎＳｌｙｋｅ等の米国特許第５，０６１，５６９号に開示されるような（し
かし、これらに限定されない）低分子または重合体ＯＬＥＤから構成される有機発光ダイ
オード（ＯＬＥＤ）を含むディスプレイで使用される。有機発光ディスプレイの多数の組
み合わせおよび変形は、このようなディスプレイを製造するために用いられ得る。
【００３７】
一般的なディスプレイの基本設計概念
　本発明は大半のＯＬＥＤディスプレイ機器構成で使用され得る。これらは、発光要素を
形成するためにアノードおよびカソードの直交配列から成るパッシブ・マトリクス・ディ
スプレイ、ならびに個々の発光要素が例えば薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）を用いて独立的
に制御されるアクティブ－マトリクス・ディスプレイなど、より複雑なディスプレイに一
つのアノードおよびカソードを含む非常に単純な構造を含む。
【００３８】
　本発明が首尾よく実行できる多数の有機層の機器構成が存在する。典型的な先行技術の
構造は、図５に示されるＯＬＥＤデバイス１０であり、基板２０、アノード１０３、正孔
注入層１０５、正孔輸送層１０７、発光層１０９、電子輸送層１１１、およびカソード１
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１３から構成される。これらの層は以下詳細に記載される。基板は代替的にカソードに近
接して配置され得ること、または基板は実際にアノードもしくはカソードを構成し得るこ
とに留意せよ。アノードとカソードの間の有機層は便宜上有機ＥＬ要素と称される。有機
層の合わせた全厚みは５００ｎｍ未満が好ましい。
【００３９】
　このデバイスは上面発光型（光がカソード１１３を通って発光される）または下面発光
型（光がカソード１０３および基板２０を通って発光される）であってもよい。ＯＬＥＤ
のアノードおよびカソードは導電体２６０を介して電圧／電流源２５０に接続される。Ｏ
ＬＥＤはアノードがカソードより陽電位であるようにアノードとカソードの間に電位をか
けることにより作動する。正孔はアノードから有機ＥＬ要素内に注入され、電子はカソー
ドで有機ＥＬ要素内に注入される。ディスプレイ安定性の強化は、ＡＣモードにおいて当
該サイクルの一定期間電位デバイスを逆にして電流を流さないことで、時折達成され得る
。ＡＣ駆動ＯＬＥＤの例は米国特許第５，５５２，６７８号に記載されている。
【００４０】
基板
　本発明のＯＬＥＤディスプレイは通常支持基板上に提供され、カソードまたはアノード
のいずれかが該基板と接触し得る。該基板と接触する電極は便宜上底電極と呼ばれる。従
来、底電極はアノードであるが、本発明はその機器構成に限定されない。該基板は透明ま
たは不透明であり得る。基板が透明であるがデバイスが上面発光型である場合、反射層ま
たは吸光層が光を反射するために又は該光を吸収するために用いられることができ、これ
によりディスプレイのコントラストを改善する。基板は、ガラス、プラスチック、半導体
物質、シリコン、セラミック、および回路基板材料を含み得るが、これらに限定されない
。
【００４１】
アノード
　ＥＬ放出はアノード１０３を通じて見られる場合、アノードは目的の放出に透過性また
は実質的に透過性であるべきである。本発明で使用される共通の透明アノード物質は、イ
ンジウム－スズ酸化物（ＩＴＯ）、インジウム－亜鉛酸化物（ＩＺＯ）および酸化スズで
あるが、アルミニウムまたはインジウムをドープした酸化亜鉛、マグネシウム－インジウ
ム酸化物、およびニッケル－タングステン酸化物を含むが、これらに限定されない他の酸
化金属が機能し得る。これらの酸化物に加えて、窒化ガリウムなどの窒化金属、セレン化
亜鉛などのセレン化金属、硫化亜鉛などの硫化金属がアノードとして使用できる。ＥＬ放
出がカソード電極を通じてのみ見られる適用では、アノードの透明特性は重要でなく、透
明、不透明または反射性の任意の導電材料が使用できる。本出願の例の導体は、金、イリ
ジウム、モリブデン、パラジウム、および白金を含むが、これらに限定されない。通常の
アノード物質は、透過性または４．１ ｅＶ以上の仕事関数を有する。望ましいアノード
物質は、通常、蒸発、スパッタリング、化学蒸着、または電気化学などの任意の適切な手
段により蒸着される。アノードは周知の写真平版工程を用いてパターン化され得る。随意
で、アノードは、ショートを最小にするように又は反射性を増強するように表面粗度を低
減するために、他層の適用前に研磨され得る。
【００４２】
正孔注入層（ＨＩＬ）
　必ずしも必要ではないが、アノード１０３と正孔輸送層１０７との間に正孔注入層１０
５を提供することはしばしば有用である。正孔注入物質は、後の有機層の膜形成性質を改
善し正孔輸送層への正孔の注入を促進するのに役立ち得る。正孔注入層での使用に適した
物質は、米国特許第４，７２０，４３２号に記載されるポルフィリン化合物、米国特許第
６，２０８，０７５号に記載される過フッ化炭化水素重合体、および幾つかの芳香族アミ
ン、例えばｍ－ＭＴＤＡＴＡ（４，４’，４’’－トリス［（３－メチルフェニル）フェ
ニルアミノ］トリフェニルアミン）を含むが、これらに限定されない。有機ＥＬディスプ
レイに有用であると報告されている代替の正孔注入物質は欧州特許第０ ８９１ １２１ 
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Ａ１号および欧州特許第１ ０２９ ９０９ Ａ１号に記載されている。
【００４３】
正孔輸送層（ＨＴＬ）
　正孔輸送層１０７は芳香族第三級アミンなどの少なくとも一つの正孔輸送化合物を含み
、後者は炭素原子にのみ結合する少なくとも一つの三価窒素原子を含み、且つ該炭素原子
の少なくとも一つは芳香族環の一員である化合物と理解されている。一つの形態において
、芳香族第三級アミンは、モノアリールアミン、ジアリールアミン、トリアリールアミン
、または重合体アリールアミンなどのアリールアミンであり得る。典型的な単量体トリア
リールアミンは米国特許第３，１８０，７３０号でＫｌｕｐｆｅｌ等により説明されてい
る。一つ以上のビニル基で置換された及び／または少なくとも一つの活性水素含有基を含
む、他の適切なトリアリールアミンは米国特許第３，５６７，４５０号および第３，６５
８，５２０号でＢｒａｎｔｌｅｙ等により開示される。
【００４４】
　芳香族第三級アミンのより好ましい部類は、米国特許第４，７２０，４３２号および第
５，０６１，５６９号に記載されている少なくとも二つの芳香族第三級アミン部分を含む
ものである。正孔輸送層は単一又は混合の芳香族第三級アミン化合物で形成され得る。役
立つ芳香族第三級アミンの実例は下記の通りである。
１，１－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）シクロヘキサン
１，１－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）－４－フェニルシクロヘキサン
４，４’－ビス（ジフェニルアミノ）４（ｑｕａｄｒｉ）フェニル
ビス（４－ジメチルアミノ－２－メチルフェニル）－フェニルメタン
Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリ（ｐ－トリル）アミン
４－（ジ－ｐ－トリルアミノ）－４’－［４（ジ－ｐ－トリルアミノ）－スチリル］スチ
ルベン
Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラ－ｐ－トリル－４，４’－ジアミノビフェニル
Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラフェニル－４，４’－ジアミノビフェニル
Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラ－１－ナフチル－４，４’－ジアミノビフェニル
Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラ－２－ナフチル－４，４’－ジアミノビフェニル
Ｎ－フェニルカルバゾール
４，４’－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル
４，４’－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－（２－ナフチル）アミノ］ビフェニル
４，４’’－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ］ｐ－テルフェニル
４，４’－ビス［Ｎ－（２－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル
４，４’－ビス［Ｎ－（３－アセナフテニル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル
１，５－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ］ナフタレン
４，４’－ビス［Ｎ－（９－アントリル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル
４，４’’－ビス［Ｎ－（１－アントリル）－Ｎ－フェニルアミノ］－ｐ－テルフェニル
４，４’－ビス［Ｎ－（２－フェナントリル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル
４，４’－ビス［Ｎ－（８－フルオランテニル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル
４，４’－ビス［Ｎ－（２－ピレニル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル
４，４’－ビス［Ｎ－（２－ナフタセニル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル
４，４’－ビス［Ｎ－（２－ペリレニル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル
４，４’－ビス［Ｎ－（１－コロネニル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル
２，６－ビス（ジ－ｐ－トリルアミノ）ナフタレン
２，６－ビス［ジ－（１－ナフチル）アミノ］ナフタレン
２，６－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－（２－ナフチル）アミノ］ナフタレン
Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラ（２－ナフチル）－４，４’’－ジアミノ－ｐ－テルフェニ
ル
４，４’－ビス｛Ｎ－フェニル－Ｎ－［４－（１－ナフチル）－フェニル］アミノ｝ビフ
ェニル
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４，４’－ビス［Ｎ－フェニル－Ｎ－（２－ピレニル）アミノ］ビフェニル
２，６－ビス［Ｎ，Ｎ－ジ（２－ナフチル）アミン］フルオレン
１，５－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ］ナフタレン
４，４’，４’’－トリス［（３－メチルフェニル）フェニルアミノ］トリフェニルアミ
ン
【００４５】
　有用な正孔輸送物質の他の部類は、欧州特許第１ ００９ ０４１号に記載されている多
環式芳香族化合物を含む。オリゴマー物質を含む二つより多いアミン基をもつ第三級芳香
族アミンが用いられ得る。更に、ポリ（Ｎ－ビニルカルバゾール）（ＰＶＫ）、ポリチオ
フェン、ポリピロール、ポリアニリン、およびＰＥＤＯＴ／ＰＳＳとも呼ばれるポリ（３
，４－エチレンジオキシチオフェン）／ポリ（４－スチレンスルホネート）等の共重合体
など、重合体正孔輸送物質が用いられ得る。
【００４６】
発光層（ＬＥＬ）
　米国特許第４，７６９，２９２号および第５，９３５，７２１号でより詳しく記載され
ているように、有機ＥＬ要素の発光層（ＬＥＬ）１０９は発光物質または蛍光物質を含み
、電界発光はこの領域における電子正孔対の組み合わせの結果として生じる。発光層は単
独の物質を含み得るが、より一般的には、単数または複数のゲスト化合物をドープされた
ホスト物質から成り、発光は、主としてドーパントによってもたらされ、任意の色であり
得る。発光層のホスト物質は、以下に定義する電子輸送物質、上記に定義した正孔輸送物
質、または他の物質もしくは正孔－電子の再結合を支持する物質の組み合わせであり得る
。ドーパントは、通常、強い蛍光を発する色素から選択されるが、リン光を発する化合物
、例えばＷＯ９８／５５５６１、ＷＯ００／１８８５１、ＷＯ００／５７６７６、および
ＷＯ００／７０６５５に記載される遷移金属錯体も有用である。ドーパントは通常ホスト
物質に０．０１から１０重量％として被覆される。ポリフルオレンおよびポリビニルアリ
ーレン（例えば、ポリ（ｐ－フェニレンビニレン）、ＰＰＶ）などの重合体物質はホスト
物質としても使用され得る。この場合、小分子ドーパントは重合体ホストに分子拡散され
得る。または該ドーパントは微量成分をホスト重合体に共重合させることにより添加され
得る。
【００４７】
　ドーパントとして色素を選択するための重要な関係はバンドギャップ電位の比較であり
、該電位は最高被占分子軌道と分子の最低非占有分子軌道のエネルギー差異として定義さ
れる。ホストからドーパント分子への効率的なエネルギー転移については、必要条件はド
ーパントのバンドギャップがホスト物質のそれより小さいことである。リン光放出体では
、ホストの三重項エネルギー・レベルがホストからドーパントへエネルギー転移できる十
分な高さであることも重要である。
【００４８】
　使用が知られているホストおよび放出分子は、米国特許第４，７６８，２９２号；第５
，１４１，６７１号；第５，１５０，００６号；第５，１５１，６２９号；第５，４０５
，７０９号；第５，４８４，９２２号；第５，５９３，７８８号；第５，６４５，９４８
号；第５，６８３，８２３号；第５，７５５，９９９号；第５，９２８，８０２号；第５
，９３５，７２０号；第５，９３５，７２１号；および第６，０２０，０７８号を含むが
、これらに限定されない。
【００４９】
　８－ヒドロキシキノリン（オキシン）の金属錯体および類似誘導体は電界発光を支持で
きる有用なホスト化合物の一つの部類を構成する。有用なキレート・オキシノイド化合物
の実例は下記の通りである。
ＣＯ－１：アルミニウム・トリスオキシン［別名、トリス（８－キノリノラト）アルミニ
ウム（ＩＩＩ）］
ＣＯ－２：マグネシウム・ビスオキシン（ｂｉｓｏｘｉｎｅ）［別名、ビス（８－キノリ
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ノラト）マグネシウム（ＩＩ）］
ＣＯ－３：ビス［ベンゾ｛ｆ｝－８－キノリノラト］亜鉛（ＩＩ）
ＣＯ－４：ビス（２－メチル－８－キノリノラト）アルミニウム（ＩＩＩ）－μ－オキソ
－ビス（２－メチル－８－キノリノラト）アルミニウム（ＩＩＩ）
ＣＯ－５：インジウム・トリスオキシン［別名、トリス（８－キノリノラト）インジウム
］
ＣＯ－６：アルミニウム・トリス（５－メチルオキシン）［別名、トリス（５－メチル－
８－キノリノラト）アルミニウム（ＩＩＩ）］
ＣＯ－７：リチウム・オキシン［別名、（８－キノリノラト）リチウム（Ｉ）］
ＣＯ－８：ガリウム・オキシン［別名、トリス（８－キノリノラト）ガリウム（ＩＩＩ）
］
ＣＯ－９：ジルコニウム・オキシン［別名、テトラ（８－キノリノラト）ジルコニウム（
ＩＶ）］
【００５０】
　有用なホスト物質の他の部類は、アントラセンの誘導体、９，１０－ジ－（２－ナフチ
ル）アントラセンなど、米国特許第５，９３５，７２１号に記載されているそれらの誘導
体、米国特許第５，１２１，０２９号に記載されているジスチリルアリーレン誘導体、お
よびベンザゾール誘導体、例えば２，２’，２’’－（１，３，５－フェニレン）トリス
［１－フェニル－１Ｈ－ベンズイミダゾール］を含むが、これらに限定されない。カルバ
ゾール誘導体はリン光放出体の特に有用なホストである。
【００５１】
　有用な蛍光ドーパントは、アントラセン、テトラセン、キサンテン、ペリレン、ルブレ
ン、クマリン、ローダミン、およびキナクリドンの誘導体、ジシアノメチレンピラン化合
物、チオピラン化合物、ポリメチン化合物、ピリリウムおよびチアピリリウム化合物、フ
ルオレン誘導体、ペリフランテン誘導体、インデノペリレン誘導体、ビス（アジニル）ア
ミン・ホウ素化合物、ビス（アジニル）メタン化合物、およびカルボスチリル化合物を含
むが、これらに限定されない。
【００５２】
電子輸送層（ＥＴＬ）
　本発明の有機ＥＬ要素の電子輸送層１１１を形成する際に用いる好ましい薄膜形成物質
は、オキシン自体（一般に８－キノリノールまたは８－ヒドロキシキノリンとも呼ばれる
）のキレートを含む金属キレート・オキシノイド化合物である。電子の注入および輸送に
役立つ該化合物は、高レベルの性能を示し、薄膜の形態で容易に製造される。実例のオキ
シノイド化合物は上に列挙した。
【００５３】
　他の電子輸送物質は、米国特許第４，３５６，４２９号に開示される種々のブタジエン
誘導体および米国特許第４，５３９，５０７号に記載される種々の複素環蛍光増白剤を含
む。ベンザゾールおよびトリアジンも有用な電子輸送物質である。
【００５４】
カソード
　発光がアノードを通してのみ見られる場合、本発明で用いられるカソード１１３はほぼ
任意の導電材料から構成され得る。所望の材料は、優れた膜形成性質を有し、基底の有機
層と良好な接触を保証し、低電圧で電子注入を促進し、ならびに良好な安定性を有する。
有用なカソード物質はしばしば低仕事関数の金属（＜４．０ ｅＶ）または合金を含む。
一つの好ましいカソード物質はＭｇ：Ａｇ合金から構成され、銀の割合は、米国特許第４
，８８５，２２１号に記載されるように、１から２０％の範囲である。カソード物質の他
の適切な部類は、より厚い導電金属層でキャップされた有機層（例えば、ＥＴＬ）と接触
する薄い電子注入層（ＥＩＬ）を含む二層を含む。ここで、ＥＩＬは低仕事関数の金属ま
たは金属塩を含むことが好ましく、その場合、より厚いキャップ層は低仕事関数を有する
必要はない。このような一つのカソードは、ＬｉＦの薄層、続いて米国特許第５，６７７
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，５７２号に記載されるＡＬの厚層から構成される。他の有用なカソード物質一式は、米
国特許第５，０５９，８６１号、第５，０５９，８６２号、および第６，１４０，７６３
号を含むが、これらに限定されない。
【００５５】
　発光がカソードを通して見られる場合、カソードは透明またはほぼ透明でなければなら
ない。このような適用では、金属は薄くなければならないか、または、透明な導電酸化物
もしくはこれらの物質の組み合わせを使用しなければならない。光学的に透明なカソード
は、米国特許第４，８８５，２１１号、米国特許第５，２４７，１９０号、米国特許第５
，７０３，４３６号、米国特許第５，６０８，２８７号、米国特許第５，８３７，３９１
号、米国特許第５，６７７，５７２号、米国特許第５，７７６，６２２号、米国特許第５
，７７６，６２３号、米国特許第５，７１４，８３８号、米国特許第５，９６９，４７４
号、米国特許第５，７３９，５４５号、米国特許第５，９８１，３０６号、米国特許第６
，１３７，２２３号、米国特許第６，１４０，７６３号、米国特許第６，１７２，４５９
号、欧州特許第１ ０７６ ３６８号、米国特許第６，２７８，２３６号、および米国特許
第６，２８４，３９３号に、より詳細に記載されている。カソード物質は、通常、蒸発、
スパッタリング、または化学蒸着により蒸着される。必要な場合、スルー・マスク蒸着、
インテグラル・シャドー・マスキング、例えば米国特許第５，２７６，３８０号および欧
州特許第０ ７３２ ８６８号に記載されるように、レーザー切断、および選択的化学蒸着
を含むが、これらに限定されない多数の周知方法により、パターニングが実施され得る。
【００５６】
他の一般的な有機層およびディスプレイ機器構成
　幾つかの事例において、レーザーの１０９および１１１は、任意で、発光と電子輸送の
両方を支持する機能を果たす単一層に崩壊され得る。光放出ドーパントがホストとして役
立ち得る正孔輸送層に添加され得ることも当分野で知られている。複数のドーパントは、
例えば青色および黄色を放つ物質、シアン色および赤色を放つ物質、または赤色、緑色、
および青色を放つ物質を組み合わせることにより、白色を発つＯＬＥＤを創出するために
一つ以上の層に添加され得る。白色を放つディスプレイは、例えば、欧州特許第号１ １
８７ ２３５、米国特許第２００２/００２５４１９号、欧州特許第１ １８２ ２４４号、
米国特許第５，６８３，８２３号、米国特許第５，５０３，９１０号、米国特許第５，４
０５，７０９号、および米国特許第５，２８３，１８２号に記載されている。
【００５７】
　当分野で教示される電子または正孔を遮断する層などの追加層が本発明のディスプレイ
で使用され得る。正孔遮断層は、一般に、例えば米国特許出願公開第２００２/００１５
８５９号のように、リン光を発するディスプレイの効率を改善するために用いられる。
【００５８】
　本発明は、例えば米国特許第５，７０３，４３６号および米国特許第６，３３７，４９
２号で教示されるように、いわゆる積層ディスプレイ機器構成で使用され得る。
【００５９】
有機層の蒸着
　上記の有機物質は、昇華などの気相方法により適切に蒸着されるが、随意の結合剤を用
いて、流体から、例えば溶媒から蒸着され膜形成を改善し得る。該物質が重合体である場
合、溶媒蒸着は有用であるが、スパッタリングまたはドナー・シートからの熱転写などの
他の方法が用いられ得る。昇華により蒸着される物質は、例えば米国特許第６，２３７，
５２９号に記載されるように、しばしばタンタル物質を含む昇華剤（ｓｕｂｌｉｍａｔｏ
ｒ）「ボート」から蒸発し得る。または、まずドナー・シート上に被覆された後、該基板
に密接して昇華し得る。物質の混合物を含む層は個別の昇華剤ボートを利用し得る。また
は該物質は予め混合され、単独のボートまたはドナー・シートから被覆され得る。パター
ン化された蒸着は、シャドー・マスク、一体シャドー・マスク（米国特許第５，２９４，
８７０号）、ドナー・シートからの空間的に定義された熱色素転写（米国特許第５，６８
８，５５１号、第５，８５１，７０９号、および第６，０６６，３５７号）およびインク
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ジェット法（米国特許第６，０６６，３５７号）を用いて達成され得る。
【００６０】
被包
　大半のＯＬＥＤディスプレイは湿気もしくは酸素または両者に敏感であるため、一般に
、酸化アルミニウム、ボーキサイト、硫酸カルシウム、粘土、シリカゲル、ゼオライト、
酸化アルカリ金属、酸化アルカリ土類金属、硫酸塩、またはハロゲン化金属および過塩素
酸塩などの乾燥剤とともに、窒素またはアルゴンなどの不活性大気で密封される。被包お
よび乾燥の方法は米国特許第６，２２６，８９０号に記載される方法を含むが、これに限
定されない。更に、ＳｉＯｘ、テフロン（登録商標）、などの障壁層および交互無機／重
合体層は被包用に当分野で知られている。
【００６１】
光学的最適化
　本発明のＯＬＥＤディスプレイは、所望ならば、その性質を強化するために様々な周知
の光学的効果を利用し得る。これは高い光透過率を得るために層の厚さを変更すること、
誘電性鏡構造を提供すること、反射電極を吸光電極と交換すること、ディスプレイ上にグ
レア防止もしくは反射防止の被覆を提供すること、ディスプレイ上に偏光媒体を提供する
こと、またはディスプレイ上に有色の減光フィルターもしくは色温度変換フィルターを提
供することを含む。フィルター、偏光子、およびグレア防止または反射防止の被覆は具体
的には該カバー上に又は該カバー下の電極保護層上に提供され得る。
【００６２】
　　　　　　　　　　　　　　　　　部品リスト
　８　　駆動回路
　１０　　ＯＬＥＤデバイス
　１１　　電源
　１２　　スイッチングトランジスタ
　１３　　駆動トランジスタ
　１４　　第一パラメータ　信号
　１５　　スイッチングトランジスタ
　１６　　制御器
　１８　　電流測定デバイス
　１９　　第二パラメータ　信号
　２０　　基板
　２２　　アレイ
　２３　　熱電対
　２４　　データ線
　２５　　補正された制御信号
　２６　　入力信号
　２８　　選択線
　３２　　ゲート電極
　４０　　ｄＶｔｈ

　４２　　ｄＶＯＬＥＤ

　５０　　入力信号を適用
　５２　　ＯＬＥＤ電圧、電流、輝度を測定
　５４　　測定値を保存
　５６　　プロセスを繰り返す
　５７　　一連のステップを繰り返す
　５８　　ルックアップテーブルまたはアルゴリズムを作成
　６０　　入力信号を適用
　６２　　ＯＬＥＤ電圧および電流を測定
　６４　　ＯＬＥＤ効率についてルックアップ補正
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　６６　　補正された信号を作成
　６８　　補正された信号を適用
　１０３　　アノード
　１０５　　正孔注入層
　１０７　　正孔輸送層
　１０９　　発光層
　１１１　　電子－輸送層
　１１３　　カソード
　２５０　　電圧／電流ソース
　２６０　　導電体

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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